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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出するために利用されるエネルギを発生する記録素子と、中央部分の幅は細
く設けられ電流を流すことによって溶断し、溶断の有無によって情報を記憶可能なヒュー
ズ素子と、該ヒューズ素子を溶断する際に流れる電流の抵抗となる抵抗素子と、を有する
、インクジェット記録ヘッドへの情報記憶方法であって、
　前記ヒューズ素子に、当該ヒューズ素子と同一の薄膜層をパターニングすることで設け
られた前記抵抗素子を介して電流を流すことにより、前記ヒューズ素子を溶断させること
を特徴とするインクジェット記録ヘッドへの情報記憶方法。
【請求項２】
　前記薄膜層の材料は、ポリシリコンであることを特徴とする請求項１に記載のインクジ
ェット記録ヘッドへの情報記憶方法。
【請求項３】
　前記ヒューズ素子の膜厚と前記抵抗素子の膜厚とは実質的に等しいことを特徴とする請
求項１または請求項２に記載のインクジェット記録ヘッドへの情報記憶方法。
【請求項４】
　前記インクジェット記録ヘッドは、前記記録素子に対応したインクの吐出口を有する構
成部材をさらに具えることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載のイ
ンクジェット記録ヘッドへの情報記憶方法。
【請求項５】
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　前記インクジェット記録ヘッドは、前記ヒューズ素子と前記抵抗素子とに電圧を印加す
るために用いられる端子をさらに有しており、
　外部から前記端子に電圧が印加されることで、前記ヒューズ素子に前記抵抗素子を介し
て電流が流れることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載のインクジ
ェット記録ヘッドの情報記憶方法。
【請求項６】
　インクを吐出するために利用されるエネルギを発生する記録素子と、中央部分の幅は細
く設けられ電流を流すことによって溶断し、溶断の有無によって情報を記憶可能なヒュー
ズ素子と、該ヒューズ素子を溶断する際に流れる電流の抵抗となる抵抗素子と、を有する
インクジェット記録ヘッドを備えたインクジェット記録装置であって、
　前記ヒューズ素子に、当該ヒューズ素子と同一の薄膜層をパターニングすることで設け
られた前記抵抗素子を介して電流を流すことにより、前記ヒューズ素子を溶断させること
を特徴とするインクジェット記録装置。
【請求項７】
　前記薄膜層の材料は、ポリシリコンであることを特徴とする請求項６に記載のインクジ
ェット記録装置。
【請求項８】
　前記ヒューズ素子の膜厚と前記抵抗素子の膜厚とは実質的に等しいことを特徴とする請
求項６または請求項７に記載のインクジェット記録装置。
【請求項９】
　前記インクジェット記録ヘッドは、前記記録素子に対応したインクの吐出口を有する構
成部材をさらに具えることを特徴とする請求項６乃至請求項８のいずれか１項に記載のイ
ンクジェット記録装置。
【請求項１０】
　前記インクジェット記録ヘッドは、前記ヒューズ素子と前記抵抗素子とに電圧を印加す
るために用いられる端子をさらに有しており、
　外部から前記端子に電圧が印加されることで、前記ヒューズ素子に前記抵抗素子を介し
て電流が流れることを特徴とする請求項６乃至請求項９のいずれか１項に記載のインクジ
ェット記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録ヘッド用基板、該基板を搭載するインクジェット記録ヘ
ッドに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置は、インクジェット記録ヘッドからインクを吐出して記録を行
う所謂ノンインパクト記録方式の記録装置であり、高速な記録が可能であること、様々な
記録媒体に対応が可能であること、騒音がほとんど生じないことなどの特徴をもつ。この
ようなことから、インクジェット記録装置は、プリンタ、複写機、ファクシミリ、ワード
プロセッサ等の記録機構を担う装置として広く採用されている。
【０００３】
　インクジェット記録ヘッド（以下、単に記録ヘッドともいう）は、種々の方式により吐
出するインク滴を形成するものが知られている。その中でも、インク吐出のためのエネル
ギとして熱を利用する記録ヘッドは、高密度のマルチノズル化を比較的容易に実現でき、
高解像度、高画質で高速な記録が可能である。
【０００４】
　記録ヘッドはインクジェット記録装置に交換可能に取り付けられて記録を行うものが多
い。このような記録ヘッドに、記録ヘッド自身のＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）コードやイン
ク吐出機構の駆動特性といった記録ヘッド固有の情報を読み出し自在に記憶させるため、
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記録ヘッド基体にＲＯＭ（Ｒｅｓｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）を搭載することがある。
この機能は、インクジェット記録装置本体に着脱可能な記録ヘッドを用いる場合、記録時
にその記録ヘッド固有の情報を得て最適な駆動を行う上で非常に有効な手段である。
【０００５】
　例えば、記録ヘッドにＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　
Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）を搭載することが特許文献１に開示されている。し
かし特許文献１の記録ヘッドは、記録ヘッド基体上ではなく記録ヘッドとは別体に構成さ
れたＥＥＰＲＯＭを搭載しているため、構造が複雑になるうえ生産性も良好ではなく、装
置の小型軽量化も阻害している。さらに、このようなＲＯＭは大容量の情報を記憶させる
には有用であるが、記憶させるべき情報が大容量でない場合にはコスト的に不利となる。
【０００６】
　また、特許文献２には、記録ヘッドを製造するにあたり、ＲＯＭとして機能するヒュー
ズ素子を同時に形成することが開示されている。このヒューズ素子を、適宜溶断しておき
、使用時にその溶断の有無を読み取り可能とすることにより、２値データを保持するＲＯ
Ｍとして機能させることができる。このような記録ヘッドは、ヘッド固有の情報を保持さ
せながらも構造の簡略化、生産性の向上、コストの削減および小型軽量化をも実現するこ
とができる。
【０００７】
　このように、記録ヘッドの基板にヒューズ素子を組み込む場合、記録ヘッドには記録中
にインクが付着するため、ヒューズ素子の溶断部分にインクが侵入した場合にその溶断部
分が腐食したり、ヒューズ素子の電極が腐食して信頼性が損なわれるおそれがある。その
ため、インクジェット基板にヒューズ素子が作り込まれる場合は、ヒューズ素子の部分に
インクが侵入しない構造としなければならない。そこで、記録ヘッド用基板においてイン
ク吐出機構やヒューズ素子が形成される層は、その上部に他の層が形成されることで下層
部に位置するものとなっている。
【０００８】
【特許文献１】特開平３－１２６５６０号公報
【特許文献２】特許第３４２８６８３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献２で用いられているヒューズ素子を溶断する方法として、レーザ光を用いたも
のがある。この方法は、ヒューズ素子を溶断、蒸発させて電気的に開路状態にする最も効
果的な方法である。しかし、ヒューズ素子が溶断したときに発生する溶出物が基板上に付
着したり、また溶断工程においてコストが掛かる等の点から、この方法は大量生産には適
さない。
【００１０】
　また別の溶断方法として、ヒューズ素子にパルス波の電流を流すことで溶断させる方法
もある。この方法はコストが掛からず、しかも溶出物が基板上へ付着することも少ないた
め大量生産に適している。しかし、ヒューズ素子に立ち上がりの大きなパルス波の電流を
流して溶断した場合、ヒューズの溶断部の間隔が狭くなり、ヒューズ素子周囲の樹脂層も
あまり溶けない。よって、溶けたヒューズ材料の飛散を許容するための空間が殆ど無く、
溶断後も溶けたヒューズ材料が同じ空間に存在するため、再度接続されてしまうおそれが
ある。
【００１１】
　そこで、記録ヘッド用基板に搭載されたヒューズ素子を確実に溶断させるために、記録
ヘッド用基板の外部（装置本体側）に抵抗素子を設けて、ヒューズ素子の溶断時に、立ち
上がりの小さなパルス波の電流が流れるように電流を調整する方法がある。このようにし
て立ち上がりの小さなパルス波の電流を用いてヒューズを溶断すると、ヒューズ溶断部の
間隔は広いものとなり、ヒューズ素子周囲の樹脂層も溶ける。よって溶断時に溶けたヒュ
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ーズ材料が飛散を許容する十分な空間が形成されて、溶断部の間隔も広くなることから、
溶断部が再度接続されてしまうことも無く、信頼性の高い開路状態を実現することができ
る。
【００１２】
　しかし、ヒューズを溶断させるのに最適な電流波形は、個々のヒューズ素子毎にばらつ
きがある。記録ヘッド用基板の外部（装置本体側）に抵抗素子を設けた場合、その抵抗素
子は固定の抵抗であり、交換可能な記録ヘッドの個々のヒューズ素子毎のばらつきに対応
していない。したがって、記録ヘッドと装置本体の組み合わせによっては、ヒューズ素子
の溶断が十分に行われないおそれがある。
【００１３】
　よって本発明は、確実にヒューズ素子の溶断が行われるようにすることで、信頼性高く
情報を記録することができるインクジェット記録ヘッド用基板、該基板を搭載するインク
ジェット記録ヘッドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　そのため、本発明のインクジェット記録ヘッドへの情報記憶方法は、インクを吐出する
ために利用されるエネルギを発生する記録素子と、中央部分の幅は細く設けられ電流を流
すことによって溶断し、溶断の有無によって情報を記憶可能なヒューズ素子と、該ヒュー
ズ素子を溶断する際に流れる電流の抵抗となる抵抗素子と、を有する、インクジェット記
録ヘッドへの情報記憶方法であって、前記ヒューズ素子に、当該ヒューズ素子と同一の薄
膜層をパターニングすることで設けられた前記抵抗素子を介して電流を流すことにより、
前記ヒューズ素子を溶断させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ヒューズ素子を溶断する電流が流れるロジック回路上であり、ヒュー
ズ素子が設けられた層と同一層に、電流の調整手段を設けたことで、ヒューズ素子を溶断
するのに適した電流に調整することが可能になる。したがって、インクジェット記録ヘッ
ドに記録された情報の信頼性が高くなり、最適な吐出条件で記録を行うことができるイン
クジェット記録ヘッド用基板とインクジェット記録ヘッドを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。　
　図１は、本実施形態のインクジェット記録ヘッド４００（以下、単に記録ヘッドともい
う）を搭載可能なシリアルスキャンタイプのインクジェット記録装置（以下、単に記録装
置ともいう）３００を示した斜視図である。本実施形態の記録装置３００は、キャリッジ
３０３に記録ヘッド４００を搭載して、キャリッジ３０３が走査することで記録を行うも
のである。その記録ヘッド４００には、後述する記録素子用基板Ｈ１１１０（図３参照）
が組み込まれており、その記録素子用基板Ｈ１１１０の表面に、ヒータ素子Ｈ１１０３や
配線が形成されている。さらに記録ヘッド４００には、ヒューズ素子４１０および電流調
整手段としての抵抗素子４１１が同一の薄膜層に同一材料で作り込まれている。また記録
素子用基板Ｈ１１１０には、記録ヘッド４００と外部の端子とを電気的に接続するための
電極パッドＨ１１０４（a～ｆ）なども形成されている。
【００１７】
　記録ヘッド４００は、ヘッド移動機構３０２のキャリッジ３０３に着脱自在に搭載され
、キャリッジ３０３は、ガイドシャフト３０４等により矢印Ｘの主走査方向に移動自在に
支持され、さらにヘッド移動機構３０２によって主走査方向に往復移動される。このよう
に支持された記録ヘッド４００と対向する位置には、記録媒体である記録用紙Ｐを保持し
て搬送するプラテンローラ３０５が配置されている。このプラテンローラ３０５等により
記録用紙Ｐを矢印Ｙの副走査方向に順次搬送する用紙搬送機構３０６が構成されている。
【００１８】
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　図２は、本実施形態の記録装置３００の制御系を示すブロック図である。ヘッド移動機
構３０２と用紙搬送機構３０６は、図２のように、移動制御回路３１１に接続されており
、この移動制御回路３１１は、マイクロコンピュータ形態の制御部３１２に接続されてい
る。この制御部３１２がヘッド移動機構３０２と用紙搬送機構３０６とを統合制御するこ
とにより、記録ヘッド４００と記録用紙Ｐとが相対移動される。制御部３１２には、デー
タ入力手段であるデータ入力回路３１３、データ読出手段であるデータ読出回路３１４お
よび通信Ｉ／Ｆ３１５等も接続されている。この通信Ｉ／Ｆ３１５には、通信ケーブル２
２０を介してホストコンピュータ形態などのホスト装置２１０が接続されている。
【００１９】
　データ入力回路３１３は、キャリッジ３０３の接続コネクタを介して記録ヘッド４００
の記録ロジック回路（図３参照）に接続されており、その記録ロジック回路に記録データ
を供給する。またデータ読出回路３１５は、キャリッジ３０３の接続コネクタを介して記
録ヘッド４００のヒューズロジック回路（図３参照）に接続されており、そのヒューズロ
ジック回路から、後述するヒューズ素子４１０の記憶データを読み出す。
【００２０】
　マイクロコンピュータ形態の制御部３１２は、上述のような各種回路３１１，３１３，
３１４も統合制御する。例えば、ホスト装置２１０から通信Ｉ／Ｆ３１５に入力される記
録データをデータ入力回路３１３に供給し、またデータ読出回路３１４が記録ヘッド４０
０から読み出した記憶データを通信Ｉ／Ｆ３１５からホスト装置２１０に出力する。
【００２１】
　本実施形態の記録装置３００では、インク供給手段であるインクタンクは記録ヘッドと
一体のカートリッジとして搭載されており、インクの使いきりに伴ってキャリッジ３０３
に着脱自在となっている。インクタンクにはインクが充填されており、このインクが記録
ヘッド４００に供給される。
【００２２】
　図２において画像処理システム２００は、中央制御装置であるホスト装置（ホストコン
ピュータ）２１０と、記録装置３００と、によって構成される。記録装置３００とホスト
装置２１０とは通信ケーブル２２０によって接続されている。画像処理システム２００は
、例えば、ホスト装置２１０から供給される記録データに基づいて、記録装置３００を記
録動作させる。その際、制御部３１２の統合制御により、ヘッド移動機構３０２が記録ヘ
ッド４００を主走査方向に移動させると共に、用紙搬送機構３０６が記録用紙Ｐを副走査
方向に搬送させる。これらの動作に同期して、データ入力回路３１３が記録ヘッド４００
に記録データを入力する。
【００２３】
　記録ヘッド４００は、インクタンクから常時供給されるインクを保持しており、記録デ
ータに基づいて、記録ヘッド４００の記録ロジック回路が、後述する多数のヒータ素子Ｈ
１１０３を選択的に発熱駆動する。この多数のヒータ素子Ｈ１１０３の選択的な発熱によ
り、インクを発泡させて対応する吐出口からインク滴を吐出する。このインク滴が記録用
紙Ｐの表面に付着することによって、画像を点配列で表現する、いわゆるドットマトリク
スの画像が形成される。
【００２４】
　図３は、本実施形態の記録装置３００の記録素子用基板Ｈ１１１０に設けられたロジッ
ク回路を示した図である。本実施形態の記録ヘッド４００には、図３に示す記録素子用基
板Ｈ１１１０が組み込まれている。その記録素子用基板Ｈ１１１０上には、ヒータ素子Ｈ
１１０３、ヒューズ素子４１０、電流調整手段としての抵抗素子４１１、電極パッドＨ１
１０４（a～ｆ）、および配線等からなるロジック回路が形成されている。ヒータ素子Ｈ
１１０３は、インクの吐出エネルギとしての熱エネルギを発生するものであり、インクを
加熱して発泡させることにより、不図示の吐出口からインク滴を吐出させる。電極パッド
Ｈ１１０４（a～ｆ）は、記録素子用基板Ｈ１１１０に形成された配線を外部端子と電気
的に接続させるための電極を構成し、ヒータ素子Ｈ１１０３の駆動信号などが供給される
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。ヒューズ素子４１０は、電流によって溶断可能な複数のヒューズ素子４１０が形成され
ており、それぞれのヒューズ素子４１０を選択的に溶断することによって、種々のデータ
を記憶させることができる。電流調整手段としての抵抗素子４１１は、ヒューズ素子４１
０を確実に溶断させ、その溶断の有無に応じてデータを高い信頼性をもって記憶させるこ
とができるようにその抵抗値が調整されている。インク供給口Ｈ１１０２は、記録素子用
基板Ｈ１１１０の中心部に形成されており、その周辺にヒータ素子Ｈ１１０３が配置され
ている。
【００２５】
　また、図３のロジック回路は以下のように構成されている。本実施形態ではヒューズ素
子４１０はポリシリコン抵抗体で形成されており、インク供給口Ｈ１１０２の短辺側に配
置されている。ヒューズ素子４１０の溶断、読み出しをするために駆動する第２の駆動素
子Ｈ１１１８は、第１の駆動素子Ｈ１１１６に隣接して配置されている。
【００２６】
　第２の駆動素子Ｈ１１１８を選択する選択信号と第１の駆動素子Ｈ１１１６を選択する
選択信号とは、ともに同じ信号系に構成されており、第１の駆動素子Ｈ１１１６を選択す
る論理回路と並列に第２の駆動素子Ｈ１１１８を選択する論理回路が接続されている。す
なわち、第１の駆動素子Ｈ１１１６に選択信号を送る信号線、時分割駆動信号用のデコー
ダ（ＤＥＣＯＤＥＲ）、ラッチ回路（ＬＴ）、シフトレジスタ（Ｓ／Ｒ）および外部から
の信号入力用パッド（不図示）は、第１および第２の駆動素子について共用されている。
したがって、新規の信号線や配線領域や回路等を追加することなく、第２の駆動素子Ｈ１
１１８を選択することができる。また、第２の駆動素子Ｈ１１１８をシフトレジスタ（Ｓ
／Ｒ）等から出力された信号によって選択する選択回路Ｈ１１１２は、第１の駆動素子Ｈ
１１１６の選択回路Ｈ１１００と同様な形態である。なお、電気熱変換素子Ｈ１１０３に
ＶＨ電源を供給するためのＶＨ電源パッドＨ１１０４ｅからのびたＶＨ電源配線Ｈ１１１
４は電気熱変換素子Ｈ１１０３に接続されている。そして、ＧＮＤＨ電源を供給するため
のＧＮＤＨ電源パッドＨ１１０４ｆからのびたＧＮＤＨ電源配線Ｈ１１１３は、電気熱変
換素子Ｈ１１０３に接続された第１の駆動素子Ｈ１１１６とヒューズ素子４１０に接続さ
れた第２の駆動素子Ｈ１１１８とが共用している。
【００２７】
　このように構成された記録素子用基板Ｈ１１１０の上層に、インクを供給および吐出さ
せるための流路および吐出口の構成部材を有機樹脂層によって形成することができる。ま
た記録素子用基板Ｈ１１１０の下部に、インク供給口Ｈ１１０２にインクを供給するため
のインク供給部を連結する等して、インクジェット記録ヘッド４００を完成させる。
【００２８】
　記録ヘッド４００がヒューズ素子４１０を備えているため、例えば、記録ヘッド４００
の製造を完了して出荷する以前の時点において、ＩＤコードやヒータ素子Ｈ１１０３の動
作特性などに関するデータをヒューズ素子４１０に記録することができる。これは、例え
ば図２に示した画像処理システム２００と同様の構成の検査システムを用いて行うことが
できる。
【００２９】
　このようなデータを記録してから出荷された記録ヘッド４００は、キャリッジ３０３に
装着されて使用に供される。その際、記録装置３００は、記録ヘッド４００のヒューズ素
子４１０の記憶データをデータ読出回路３１４によって読み出すことができる。したがっ
て記録装置３００は、記録ヘッド４００のヒューズ素子４１０から読み出したヒータ素子
Ｈ１１０３の動作特性に対応して、公知の制御を行うことが可能となる。例えば、ヒータ
素子Ｈ１１０３に供給する駆動電力を調整したり、あるいは記録ヘッド４００のＩＤコー
ドをホスト装置２１０に通知したりすることができる。
【００３０】
　次に、記録ヘッド４００におけるヒューズ素子４１０および電流調整手段としての抵抗
素子４１１の形成方法について説明する。
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【００３１】
　記録ヘッド４００の製造にあたっては、記録素子用基板Ｈ１１１０に設ける駆動素子、
ロジック回路等の半導体素子を積層状態に形成する時に用いられるゲート部のポリシリコ
ンを使用して、ヒューズ素子４１０および抵抗素子４１１を以下のように作り込む。なお
、ヒューズ素子４１０および抵抗素子４１１の形成の前に、予め、駆動素子、ロジック回
路等の半導体素子が半導体製造工程を用いて作り込まれた基板を用いて、後から上層にヒ
ューズ素子４１０および抵抗素子４１１を形成してもよい。
【００３２】
　図４は、図３におけるヒューズ素子４１０と、そのヒューズ素子４１０に通電して溶断
させるための電流が流れる回路中に存在する電流調整手段としての抵抗素子４１１とを示
す拡大平面図である。このヒューズ素子４１０と抵抗素子４１１とが形成された層の上層
に、インクを吐出するためのインクの流路が有機樹脂によって形成される。
【００３３】
　図５は、図４のヒューズ素子および抵抗素子のＶ－Ｖにおける断面図である。
【００３４】
　図４において、ポリシリコンによって形成されるヒューズ素子４１０は、その中心部が
細くなっている。例えば、その中心部は、長さ約１０μｍ×幅約１．５μｍ程度に細長く
形成されており、溶断しやすくなっている。ヒューズ素子４１０の端部はＡｌ電極１０５
に接続されている。スルーホール部１０８は、ヒューズ素子４１０とＡｌ電極１０５とを
接続するために設けられている。
【００３５】
　図５において、ヒューズ素子４１０は、記録素子用基板Ｈ１１１０の表面の熱酸化膜４
０２上に積層された約４０００Åのポリシリコンの膜からなる。このヒューズ素子４１０
の上層には、層間絶縁膜としてＳｉＯ膜１０４がプラズマＣＶＤ法によって約８０００Å
の厚さに形成されている。このＳｉＯ膜１０４は、ポリシリコンのヒューズ素子４１０よ
りも融点が低く、ヒューズの溶断時の熱によって容易にガス化して空洞を形成する。Ｓｉ
Ｏ膜１０４の厚さは、ヒューズの溶断時にクラックが生じて大きく破壊することがないよ
うに、０．５～１μｍの範囲に設定することが望ましい。
【００３６】
　次に、ヒューズ素子４１０の溶断時にＳｉＯ膜１０４に形成される空洞を制御するため
に、保護膜としてＳｉＯ膜１０４の上に組成の異なるＳｉＯ膜１０６をプラズマＣＶＤ法
によって６０００Å（０．６μｍ）の厚さに形成する。この保護膜１０６は、層間絶縁膜
１０４よりも融点が高く、熱により容易に溶解しないような組成のために層間絶縁膜１０
４の空洞の膨張を押さえて、それを所定の大きさに制御する。ただし、この保護膜１０６
は、溶解のスピードは遅いものの、熱によって一部が溶けて穴を形成することにより、そ
の穴から噴出物を放出させて、空洞の膨張を完全に押さえ込んだ場合の内部圧力によるク
ラックの発生を防止することができる。そのため、この保護膜１０６の厚さは、空洞の膨
張を押さえ、かつ部分的に穴が生じるように、０．３～０．８μｍの範囲に設定すること
が望ましい。
【００３７】
　このようにしてヒューズ素子４１０を形成した後、ヒータ素子Ｈ１１０３（図５参照）
の材料としてのＴａＳｉＮをスパッタリング法によって約５００Åの厚さに形成し、それ
に連続して、配線層としてＡＬ層を約５０００Åの厚さに形成する。それらをフォトリソ
グラフィ法によって所定の形状にパターニングし、ＢＣｌ3ガスを用いたドライエッチン
グによって、ＡＬ層とＴａＳｉＮ層を同時に所定の形状に形成する。さらに、ヒータ素子
Ｈ１１０３の配置部分をフォトリソグラフィ法によって所定の形状にパターニングし、リ
ン酸を主成分とするウエットエッチングによってヒータ素子Ｈ１１０３の配置部分を形成
する。
【００３８】
　さらに、その上層に、プラズマＣＶＤ法によって、保護膜としてのＳｉＮ膜を約３００
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０Åの厚さに形成し、さらにスパッタリング法によって、耐キャビテーション膜としての
Ｔａ膜を約２０００Åの厚さに形成する。そして、フォトリソグラフィ法によって、それ
らのＴａ膜およびＳｉＮ膜をドライエッチングして、所定の形状とする。その際、ヒュー
ズ素子４１０上のＴａ膜およびＳｉＮ膜は除去する。次に、フォトリソグラフィ法を用い
て、インクを吐出するためのインク流路を有機樹脂層によって３次元的に形成する。以上
のようにして、情報を記憶可能なヒューズ素子４１０を備えた記録ヘッド４００の基板が
完成する。
【００３９】
　図６は、ヒューズ素子４１０に接続される駆動回路を示した図である。ヒューズ素子４
１０には、その溶融および情報の読み出しを行うための駆動素子Ｈ１１１８が接続されて
いる。本実施形態の場合、複数のヒューズ素子４１０にはそれぞれに駆動素子Ｈ１１１８
が個別に接続され、それらの駆動素子Ｈ１１１８は選択回路Ｈ１１１２によって選択的に
駆動される。その選択回路Ｈ１１１２は、信号線、時分割選択信号（ＢＬＥ）を発生する
デコーダ（ＤＥＣＯＤＥＲ）、その他の信号を含む信号のラッチ回路（ＬＴ）、シフトレ
ジスタ（Ｓ／Ｒ）、記録ヘッド基板の外部からの信号の入力パッド（図３参照）などを含
む。この選択回路Ｈ１１１２は、複数のヒータ素子Ｈ１１０３（図３参照）を選択的に駆
動するための回路と同様に構成されている。
【００４０】
　ヒューズ素子４１０を溶断する場合には、上記検査システム側に設けられたスイッチ５
０３をオンにする。これによって、電源５０４の溶断電圧（例えば、ヒータ素子Ｈ１１０
３の駆動電圧の２４Ｖなど）を配線５０６からＩＤパッドＨ１１０４ａ（図では１つのみ
が示されているが、基板のレイアウト等により複数個備えることも可）に印加する。そし
て、駆動素子Ｈ１１１８を選択的に駆動することによって、それに対応するヒューズ素子
４１０を溶断する。一方、ヒューズ素子４１０の溶断の有無に応じて記憶された情報を記
録装置側に読み出す時は、複数のヒューズ素子４１０に対して共通に接続されるヒューズ
読み出し用電源パッドＨ１１０４ｂに、電圧（例えばロジック回路の電源電圧の３．３Ｖ
など）を印加する。そして、駆動素子Ｈ１１１８を選択的に駆動することによって、それ
に対応するヒューズ素子４１０の記憶情報、つまり溶断の有無に対応する信号を読み出す
。
【００４１】
　このように溶断電圧と読み出し電圧との間に明らかな電圧差を設定することにより、読
み出し時間を制限することなく、しかもヒューズ素子４１０にダメージを与えることなく
、記憶情報を読み出すことができる。その記憶情報の読み出しにおいて、溶断されている
ヒューズ素子４１０に対応する駆動素子Ｈ１１１８が駆動されたときには、ＩＤパッドＨ
１１０４ａの出力信号がハイレベル（Ｈ）となる。また溶断されていないヒューズ素子４
１０が駆動された時には、読み出し用電源パッドＨ１１０４ｂとの間に接続された読み出
し抵抗Ｈ１１１１（ヒューズ素子４１０の抵抗値より大きな抵抗）によってＩＤパッドＨ
１１０４ａの出力信号がローレベル（Ｌ）になる。このようにして、１つのヒューズ素子
には溶断の有無を確認することにより２値のデータを記憶させることができる。
【００４２】
　本実施形態においては、ヒューズ素子４１０を溶断させるための電流が流れる記録素子
用基板Ｈ１１１０上の回路中に、ヒューズ溶断部と同一の薄膜層であるポリシリコン層に
より抵抗素子４１１が設けられている。例えば、この抵抗素子４１１は抵抗値が４０～１
２０Ω程度であり、中央のテーパ部を含むヒューズ素子４１０の抵抗値は２００～４１０
Ω、ヒューズ素子４１０を除きかつ抵抗素子４１１を含む回路の抵抗値は１７０～３３０
Ω程度である。本実施形態の場合、ヒューズ素子４１０の溶断に用いる電圧には、ヒータ
素子Ｈ１１０３の駆動電圧と共通である２４Ｖを用いる。
【００４３】
　図７（ａ）、（ｂ）は、異なるパルス波形の電流によって溶断したヒューズ素子の状態
を示す図である。また、図８（ａ）、（ｂ）は、異なるパルス波形を表わした図である。
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ヒューズ素子４１０を溶断させる電流が流れる回路に、本実施形態のような抵抗素子が設
けられていない場合、つまりヒューズ素子に立ち上がりの大きなパルス幅の短い（図８（
ｂ））電流で溶断する場合、ヒューズ素子４１０の溶断部は図７（ｂ）のようになる。こ
の場合ヒューズ素子には大きな電流が流れて溶断するが、電流のパルス幅が狭い（ヒュー
ズ素子への通電時間が短い）ため、ヒューズ素子周囲の樹脂層には熱が伝わりにくい。よ
ってヒューズ素子周囲の樹脂層はほとんど溶けることなく、ヒューズだけが短く溶断する
ことになる。その際、その溶断部は、溶断前のヒューズが占めていた分の空間が形成され
ており、溶けたヒューズ材料もその空間内に存在している。このように、溶融後の溶断部
の幅が狭く、溶けたヒューズ材料の逃げ場所が無い（空間が狭い）状態になる溶断方法は
、溶断後に再度接続されるおそれがあるため好ましくない。
【００４４】
　また、本実施形態のように抵抗素子が設けられている場合、つまり、ヒューズ素子に時
間的変化の緩やかな波形の電流を流して溶断する場合、ヒューズ素子４１０の溶断部は図
７（ａ）のようになる。この場合、パルスの幅が広い（ヒューズ素子への通電時間が長い
）ため、ヒューズ素子周囲の樹脂層にも十分に熱が伝わる。よってヒューズ素子周囲の樹
脂層は溶けて図７（ａ）の空間Ｓのような広い空間を形成する。このように、溶断後の溶
断部の幅が広い（空間が広い）状態になる溶断方法は、溶断後に再度接続するおそれも無
く好ましい。
【００４５】
　図９は、ヒューズ素子４１０を溶断させる電流が流れる回路上の、記録素子用基板Ｈ１
１１０以外の部分に抵抗素子５０５が設けられた回路を示す図である。記録素子用基板Ｈ
１１１０に設けられたヒューズ素子４１０の形状は、製造工程においてばらつくことが考
えられ、それに伴って溶断する際に必要な電流も変わってくる。抵抗素子５０５が記録素
子用基板Ｈ１１１０以外に設けられた場合、抵抗素子５０５の抵抗値をヒューズ素子４１
０の形状のばらつきに対応させることができないため、溶断時にヒューズ素子４１０に適
切な電流を流すことができないおそれがある。
【００４６】
　図１０は、ヒューズ素子の大きさと電流の関係を説明するための図であり、図１０（ａ
）は、比較的小さなヒューズ素子を表わした図であり、図１０（ｂ）は比較的大きなヒュ
ーズ素子を表わした図である。また、図１１（ａ）、（ｂ）もヒューズ素子の大きさと電
流の関係を説明するための図であり、それぞれ図１０（ａ）、（ｂ）の側面からの断面図
を表わしている。
【００４７】
　図１０（ａ）および図１１（ａ）のように、ヒューズ素子が比較的小さくかつ薄い場合
には、図８（ａ）のような波形の電流で、比較的長い時間をかけてゆっくりと溶断する必
要がある。そのため、用いる抵抗素子は大きな抵抗値のものが必要になる。また、図１０
（ｂ）および図１１（ｂ）のように、ヒューズ素子が比較的大きくかつ厚い場合には、図
８（ｂ）のような波形の電流で比較的短時間で溶断する必要がある。そのため、用いる抵
抗素子は小さな抵抗値のものが必要になる。
【００４８】
　そこで、ヒューズ素子４１０の形状ばらつきによって異なる電流の最適な調整を有効に
行うために、本実施形態のようにインクジェット記録ヘッドの記録素子用基盤Ｈ１１１０
に、ヒューズ素子４１０の溶断部と同一の薄膜層に電流調整手段４１１を形成するとよい
。同一の薄膜層にヒューズ素子４１０と抵抗素子４１１を形成することで、必然的にヒュ
ーズ素子４１０と抵抗素子４１１の厚さが等しく形成され、ヒューズ素子４１０を溶断さ
せる電流を最適に調整することが可能な抵抗素子４１１を形成することができる。つまり
、図１０（ａ）および図１１（ａ）に示すようなヒューズ溶断部４１０（ａ）が比較的細
く薄い場合は、立ち上がりの穏やかな電流変化によって溶断される必要がある。そこで、
抵抗素子４１１（ａ）を同じ層に形成することで、抵抗素子４１１（ａ）の膜厚も同時に
薄くなるので溶断回路の電流調整手段としての抵抗が大きく、電流波形は緩やかになりヒ
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ューズ溶断の信頼性が確保できる。また、ヒューズ素子４１０を構成する薄膜層１０３（
ｂ）が比較的厚く形成されている記録ヘッドの場合には、電流調整手段として設けられる
電気抵抗素子４１１（ｂ）を構成する薄膜層も同時に厚くなる。このような比較的厚い膜
で構成されたヒューズ溶断部は十分に大きな電流で溶断される必要があるが、膜が厚いこ
とにより溶断回路の電流調整手段としての抵抗は少なくなるので、溶断後の信頼性を確保
することができる。
【００４９】
　このように、インクジェット記録ヘッドに用いる記録素子用基板上に、ヒューズ素子を
溶断する際の電流の調整を行う抵抗素子を設け、さらにヒューズ素子と同一層に抵抗素子
を設けることで、ヒューズ素子を溶断するのに適した電流に調整することが可能になる。
したがって、インクジェット記録ヘッドに記録された情報の信頼性が高くなり、最適な吐
出条件で記録を行うことができるインクジェット記録ヘッド用基板とインクジェット記録
ヘッドを実現することができた。
【００５０】
　（その他の実施形態）
　以下に本発明のその他の実施形態について説明する。　
　前述の実施形態では、１つの抵抗素子４１１が複数のヒューズ素子に対する抵抗の役割
を担っていたが、本実施形態では、ヒューズ素子４１０それぞれに対応して個別に抵抗素
子４１１を設けている。その他の構成は、前述の実施形態と同様である。
【００５１】
　図１２は、本実施形態の回路の構成を示す図である。図１２に示すように、抵抗素子４
１１は複数のヒューズ素子４１０のそれぞれに対応して個別に設けられている。この場合
、ヒューズ素子４１０と抵抗素子４１１以外の回路が有する配線抵抗によらず、最適な溶
断電流変化を個別のヒューズごとにもたらすことができるので、ヒューズ素子の基板内配
置の自由度を上げることができる。
【００５２】
　また、図５で示したヒューズ素子４１０および抵抗素子４１１を形成する薄膜層１０３
は、電気熱変換素子と同一の材料であって、ＴａＳｉＮ薄膜であっても同等の発明効果を
得ることができる。
【００５３】
　また、ヒューズ素子４１０の溶断電流を流す回路は、記録装置とは別のヒューズ溶断装
置に備えてもよく、この場合には、そのヒューズ溶断装置に記録ヘッド４００を接続する
ことにより、ヒューズ素子４１０を溶断して種々のデータを記憶させることができる。ま
た、溶断電流を流すヒューズ素子４１０を選択するための選択回路Ｈ１１１２は、記録装
置側に備えてもよい。また記録装置は、ヒューズ素子４１０の溶断の有無に対応するデー
タの読み出すための回路を備え、その回路の一部は記録ヘッド側に備えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施形態のインクジェット記録ヘッドを搭載可能なシリアルスキャンタ
イプのインクジェット記録装置を示した斜視図である。
【図２】図１の記録装置の制御系を示すブロック図である。
【図３】図１の記録装置の記録素子用基板に設けられたロジック回路を示した図である。
【図４】図３におけるヒューズ素子と、抵抗素子とを示す拡大平面図である。
【図５】図４のヒューズ素子および抵抗素子の断面図である。
【図６】ヒューズ素子に接続される駆動回路を示した図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、異なるパルス波形の電流によって溶断したヒューズ素子の状
態を示す図である。
【図８】（ａ）、（ｂ）は、異なるパルス波形を表わした図である。
【図９】記録素子用基板以外の部分に抵抗素子が設けられた回路を示す図である。
【図１０】（ａ）、（ｂ）はヒューズ素子の大きさと電流の関係を説明するための図であ
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る。
【図１１】（ａ）、（ｂ）はヒューズ素子の大きさと電流の関係を説明するための図であ
る。
【図１２】その他の実施形態の回路の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００５５】
　　１０８　スルーホール部
　　２１０　ホスト装置
　　３００　記録装置
　　４００　記録ヘッド
　　４１０　ヒューズ素子
　　４１１　抵抗素子
　　５０５　抵抗素子
　　Ｈ１１０２　インク供給口
　　Ｈ１１０３　ヒータ素子
　　Ｈ１１１０　記録素子用基板
　　Ｈ１１１６　第１の駆動素子
　　Ｈ１１１８　第２の駆動素子

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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